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MEMORIA DESCRIPTIVA
para solicitaer Patente de Invencidn
en Egpafia, poxr:
MEJORAS EN IA CONSTRUCCION DE CELULAS FOTOELECTRICAS
s nombre de STANDARD ELECTRICA, S.A.
domiciliada en Nadrid, celle de Ramirez de Prado, 7

L T T I R N T e I R R R I .

El presente invento se refiere & mejorss en la

coms truccidn de células fotoeldctricas.

Ias células fotoeléotricas del tipo autogenerador,
se construyen comunmente recubrie ndo un lado de un disco o pla-

ca metdliceo con un material sensible & l1la luz tal como el sele-

nio, el cual es sometido a tratamiento térmico adecuzdo para -
convertirloc & la forma cristalina correcta. La superficie acti-
va se recubre despuds con una capa de materisl conductor, t&l

como el oro, gue es tan fina gue sea trasliucida. Esto se efactia

generalmente por depbsito electrostético o pulverizéndclo en un

alto vacio. Cuando 1la céiula teri:iinade se pone en uso, &€s nece-
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sario efectuar conexiones eléctricas a la placa gue soporte
el selenio y & la capa conductora sobre lz superficie del se
lenio. A fin de hacer esta Ultime conexidén, es corriente en-

masearar lé superficie y después aplicar una anillo de alea-

cifn gon un bajo punto de fusibn al oro u otro wetal cerca

de la/periferia del disco. Se efectda entonces la conexién
por contactos de resortes 1igeros gue presionan sobre este
anillo de a%gacidn j en la parte posterior de larplaéa. Fxig
ten clertas demventajas en esta disposicidén pues la presidn
de contacto debe ser muy ligera & fdn de evitar el deterioro
de la capa electrdnica entre el oro y el selenic. Es, por lo
tento dificil, efectusr un buen contacto eléctrico de natura
leza permanente y existe la posibilidad de corrosidén de los
contactos si hay trazes de humedad. Frecuentemente se sella
la célula contra la entreda de la humedad utilizandoc barniz
transparente-u otro material, pero éste se puede infiltrar -
entre el anillo de aleacidn y los resortes de contacto y pro-
ducir un mel contacto.

Dificultedes similares se han experimentedo con

rectificadores metélicos de contacto seco y segin se describe

-en la patente inglesa ne 526,482, se han evitado sislando la

capa semiconductora de selenio o similer del contraelectrodo
en un Area limitada. Es entonces posible aplicar suficiente
presién de contacto al contraelectrodo sobre éste drea limite
da para evitar malos contactos sin afectar las propiedades de
la capae semiconductora. ‘

El fin principal de este invento es superar las -
desventajas mencionadas por métodos similares ¥y producir un -
conjunto robusto que'pueda‘ser a pruebé de humedad por cual-
guier medio adecuado, sin interferir en ningin modo con las -
conexiones eléctricas de la célula.

‘Este fin se consigue, de acuerdo cofi el ianvento,
prbveyenﬁo una céluls fotaeléctrica gue comprende unes placa
base de metal que tiene un recubriaiento de material sensible

a la luz sobre la superficie de la nisma y un contraelectrodo

permeable & la luz conductor recubriendo la superficie del ma
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terizl sensible & la luz, en la cual el materisl
lug estéd aisledo eléctricamente del contraelectrodo, en una par
te limitada del 4rea cubierta por el mismo.

~ El invento tambien provee una célula fotoeléctrica
gue comprende unea placa base de metal, una cepa de matericl sen
sible a la lus sobre la superficie de la placa base, medios f£i
nos aislentes eléctricos cubriendo un 4ree limitada de la su-
perficie de dicho material sensible a la lug, una capa eléctp;
camente conductora de material didfanoc que cubre el resto de
la superficie sensible a la luz, una segunda capa de material
conductor eléectrico fijada a la superficie de dichos medios -
aislantes y .ue se extlende tambien sobre une peguefia parte de

la superficie de la capa diéfana, de modo que hage contacto -

eléctrico con la miema, ¥y medios terminales cislados de la pla

ca base y sujetos en contacto con dicha segunda capa sobre la
totalidad o parte de dicha drea limitada. De zcuerdo con una
medificacidén, la segunda capa de material conductor se omite
¥y la capa diéfans misma se hace que se extienda sobre los me-
dios ziglantes, de modo éue log termineles hacen contacto direc
to con la misma. '

Bn una forma de célula fotbeléctrica, de acuerdo con
el invento, se recubre con selenic un disco o placa metélico y

se le somete al tratamiento térmico usual y la parte de la su-

perficie a lz que Ultimeamente ha de hacerse la conexidn eléctri

ca, se cubre con un esmalte o barniz aislante eldctrico adecua

do 0 con un anillo o arandela de papel U otro meterizl aislan-

te, firmemente pegado & la superficie de selenio. E1l resto de

la superficie se pulveriza después con oro u otro material -
translicido o transparente y finalmente se zplica sobre la par
te aislada una capa de aleacién de bajo punto de fusidn, en -
forma gue solape ligeraménxe el 4rea protezida.Cualquier pre-

sidn reszonable puede entonces aplicarse sobre el Area aislada
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sin peligro de deterioro de la superficie sensitiva.
Se describirén dos sistemas de construccidén em-

pleando esta disposicibén. En el primero el disco o placa recu-
bierto de selenio tiere uﬂ.orificio central y la capa aislante
se aplica a un érea anular que circunda este orificio central
Después gue la éuperficie ha sido pulverizada con oro, se es-
parce un anillo 8e aleacién sobre el érea central de modo que

solape ligeramsnte la circunfersencie externa del anillo de -
aislamiento. Mientras se efecttia esta operacién, los bordes
del orificio se enmascaran de modc que dejen un estrecho ani-
1lo sin recubrir en el centro, para evitar la pcsibilidsad de
un cortocircuito entre la aleacidén y la placs soporte.

' En la segunda disposicién, el anillo aislante se -
aplica cerce& de la periferia del disco antes de efectuar el
proceso de pulverizacibén. Se esparce entonces un anillo de -
alescién sobre el 4rea aislada, enmascarédndose adecuadamente
la superficie de trabajo del disco a fin de limitar el ancho
del anillo. La conexién eléctrica se efectlia sujetando un -
anillo de metal eh el disco sobre el 4resa aislada.

Incluso cuando la conexién eldetrica se hace en el
Centrq, Quede ser conveniente aplicar un 2nillo zislante adi-
cicnal en la periferia, de modo gue el disco pueda ser montado -
en un receptéculo conveniente y firmemente fijado slredsdor del
borde exterior sin peligro de deterioro de 1la superficie sensi-
tiva. . '

La fig. 1 a 5 en el adjunto dibujo ilustran es¥as
dos formas del invento. La fig, 1 nmusstra una vista frontal de
una célula fotoeldetrica con una disposicidén de contacto cen-
tral y la fig. 2 muestra una seccibn por la linee 2-2 de lz fig.?

Le fig. 3 muestrzs una vista posterior de una célula

con une disposicidn de contacto circuaferencial y la fig. 4
muestra una seccibén por la 1inea 4-4 de la fig. 3 y finalmente
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la fig. 5 muestra une ampliacidén de un detalle de 13 fig.4.
Haciendo referencia a las fig. 1y 2, la célula
fotoeléctrica comprende un discd‘de metal 1, gque tiene una
capa 2 de selenio aplicada en cualquier forma adecuada ¥ tra
tada térmicamente en la forma acostumbrada pars desarrollar -
las propiedades deseadas del selenio. El disco 1 tiene un -
orificio central 3, alrededox del cuzl se fija cosxilmente
un disco anular aislante 4, que puede ser un barniz o similer
aplicado en cualquier forma conveniente o puede ser una aran
dela de pepel & otro eislante adecuado firmemente pegado o -
fijado de otro.modo a la superficie de selenio. El resto de
la'superficie de selenio se cubre entonces por pulverizacidn
con una fina cepa translicida 5, de oro o similar y un ani-
1lo 6 de una aleacidn adecuada de bajo punto de fusibn gque se
esparce a través de una méscara sobre'el disco aislante 4. La
méscara debe ser preferiblemente disefiada de modo que el =ni-
1lo 6 se extiende ligeramente sobre la superficie de la capa
5, de modo que haga conbtacto con la misma y a fin de dejar un
estrecho margen sin recubrir alrededor de la periferia del =
orificio central para evitar el cortocircuito con el disco.
Un pasador 7 con una cabeza ancha 8, se coloca &
travée del orificio central ¥ se aisla del disco 1 pbr medio
del manguito aislonte 9 y arandela aislante 10. Los punzona-

dcs de terminal 11 y 12 se proveen para hacer las conexioneé

.externas a la capa conductora 5 y 21 disco 1 respectivamente

¥ el conjunto se sujeta firmemente junto por medio de las -
tuerecas 13 y 14.

Se versd que la presibn se ejerce sobre el drea cu-
bierta por el disco anular aislante 4, de modo gue 1l2 super-
ficie sensitiva no es deteriorada por la presidbdn. Se asegura
de este modo un buen contacto sléctrico y puede darse 21 dis-

co un acabado de barniz a prueba de humedzd sin el peligro de
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entorpecer el contacto eléctrico. Ezdmv.‘:

Se ha de observar que se puede utilizar un rema—

che de cabeza ancha en vez del passdor 7, en cuyo c&sc no se
requieren lasg tuercas 13 y 14 y las partes se fijen entonces
remachando el extremo del remache.

Una forma alternativa de célula fotoeléctrica, se
muestra en las fig. 3, 4 y 5. En este caso el disco 1 no tie
ne orificlio central y el disco aislante anular o srandela 4,
es unczanillo estrecho préximo a la periferia & disco. El -
anillo de aleacién 6, es tambien un anillo estrecho esparci-
do sobre el disco o arandela 4 y solapando 1la c2pa de oro pul
verizada 5, ligeramsnte en el lado interior del =nillo, segin
se muestra en la fig. 5. Un’anillo de sujecidn netélico 15,
se sujeta sobre el anillo 6 por medio de seis G otro ndmero
adecu=sdo de remaches 16 (o tornillos), aislados’en la forma
que se mucstra para el pasador 7 de la fig. 1. Dos anillos -
terminales metdlicos 17 y 18 estén sujetos por medio de rema-
ches en contacto eléctrico respectivamente con el disco 1 y
el anillo 15. Estos anillos terminales estén provistos de los’
terminales de conexién 19 y 20.

" Se debe hacer observar, que si se utiliza un ﬁate-
rial duro adecuado para la capa transparente o translicida §
diéfene 5, el anillc de aleacibén 6 podria omitirse y la capa

diéfana podria extenderse sobre la superficie dde cznillo ais

lante 4, de modo que en este caso se hace contacto directo -

entre el pasador 7 ( o el anillo de sujecidn 15) y la capa -

- conductora 5.

Como en el cago de las fig. 1 y 2, =21 disco gue se

| muestra en la fig. 3, 4 y 5 podria recibir un acabado a prue-

ba de humedad sin ningin riesgo de producir un mal contacto -
eléctrico.

Segﬁn-se ha mencionado, el disco gue se muestra en
la fig. 1, podria estar provisto de un segundoc anillo aislan-
te periférico, ( no se muestra), cubriendo un 4drea estrecha

sobre(sobrg)el cual podria sujetarse el disco en un .iarco o
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caja sin riesgo de deterioro de la superficie sensitiQa:a

Este invento corresponde a una solicitud de Pa-
tente formulada en Inglaterra el 6 de Febrero de 1.945 sefia-
lada con el N2 2.967-45 y se acoge por lo tanto a los benefi

clog que otorgan los convenios internacionales vigentes.

‘Los puntos de invencién propis y nueva que se
presentan para que sean objeto de esta Patente de veinte afios
son los sigulentes:

1.~ Una célula fotoeléctrica que comprende unz ple
ca base de metal con un recubrimiento de material sensible a

la luz sobre ia superficie de la misma y un contraelectrodo

_eléctricamente conductor permeaﬁle a la luz, cubriendo la su-

perficie del material sensible a la luz, en la cusl el mate-
risl sensgible - a la luz estéd aislado eléctricamente del contra
eleetrodo en una parte limitada del &rea cabierto‘por el mis-
mo. »

2.- Una célula fotoeléctrica que comprende una pla
ca base de metal, un recubrimiento de material semsible a la
luz sobre la superficie de 1a-placa base, medios finos eléc-
tricamente aislantes cubriendo un frea limitada de la super-
ficie de dicho material sensible a la luz, una capa eléctrica |
mente conductiva de material didfano cubriendo el resto de la’
superficie sensible & la luz y sue se extiende sobre la super
ficie del medio aislante y medios terminzles sislados de la
placa base y fijesdos en contacto con 1la capa conductora sobre
la totelidad o parte de dicha 4rez limitada. ‘

3.,- Una célula fotoeléctrica que comprende una -
placa base de mdal, un recubrimiento de materisl sensible a la
luz sobre la superficie de dicha placa base, medivs finos ais-

lantes eléctricemente cubriendo un 4rea limitada de la super-
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ficie de dicho materisl sensible a la lugz, una éspéfeléct:;
camente conductiva de ﬁaterial diéfeno cubriendo el resto de
dicha superficie sensible a la luz, una segunda cspa de ma-
terial eldctricamente conductivo cubriendo la superficie de
dicho medio aislante y que se extiende tambien sobre una pe~

quefia parte de la superficie de la cspa didfana, de modo gque

haga contacto eléctrico con la misma y medics terminales aig

lados de la placa base y fijados en contacto con dicha segun
da capa sobre la totalidad o parte de dicha area limitada.

4.~ Una célula fotoeléctrica gque comprende una
pleca base de metal que tiene un orificio central, un recu-
brimiento de selenio sobre la superficie de 1la placa base,
una cape anular de barnigz aislente alrededor de dicho orifi-
cio en la superficie del selenio, una capa translicida de me-
tal cubriendo el resto de la superficie de selenio, una qg‘
pe enular de una aleacidn metélica de bajo punto de fusidn
cubriendo dicha capa de barniz sislante y extendiéndose par-
cialmente sobre dicha bapa de metal y medios terminsles elée
tricos fijados en contacto con la capa de aleacidén ejercién-
doese la presidn de contacto sobre la plata base esencialmen-
te solo sobre el érea cubierta por el barniz aislante.

5.- Una célula fotoeléctrica, de acuerdo con el

.punto 4, en la cual la placa base tiene un orificio cemtral

circundado por dicha capa anuler de barniz zislante y en la
cual los medios terminales eléctricos comprenden un pasador
0 remache aislado de la placa y que pase a través de dicho
orificio y que tiene una cabeza fijada engcontacto con la ca
pa de aleacidén dentro del 4rea de la vapa de barniz aislsante.
| 6.~ Una célula fotoeléctrica de acuerdo con el
punto 4, en la cual la placa base tiene dorma de disco cir-
cular, estando la capa anular de bafniz eislente esencial-

mente tlrededor de la periferia del disco y en la cual los
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medie terminales eleétricos coumprenden une enillo de suje-

cidn metédlico, sujetado en contacto con la capa de alegcibn
dentro del 4rea de la bapa de barniz zislante, por medio de
pasadores o remaches aislados del disco.

} 7.- Una célula fotoeléctrica de acuerdo con el
punto 5, gue cémprende una prlaca base circular con una se-
gunde capa anulgr de barniz aislante alrededor de la perife
ria de la misma. )

8.—‘Una.célula fotoeléctrica de acusrdo con 1los
puntos 4, 5, 6, o 7, modificada en la cual la czpa de bar-
niz eislante o cada una de ellas, es reemplazsda por una aren
dela anular de meaterial aislante pegadz a la superficie del
éelenib.

9.— Una célula fotoeléctrica, de scuerco con cual
gquiera de los pﬁntos 4 a 8, modificada en la cual la capsa
de aleacidén metédlica se suprime y en la cual 1la cepa de metal |
translicido se extiende sobre el 4rea de barniz zislante o %
arandela que de otro modo se cubriria con la capa de aleacién. :

10.- Una célula fotoeléctrica, de acuerdo con
cualguiera de los puntos 4 2 9, en la cual la cspa de metal
tranglicido es una capa de orxo.

1l.~ Una célula fotoeléetrica, segilin se describe
con referencia a las fig. 1 y 2 6 =2 las fig. 3. 4 y 5 del
adjunto dibujo. )

12.- Kejoras en la construccién de células fo-

toeléctricas.
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Tal y como se ha descrito en la Memoria que
antecede representado en los dibujos que se acompaiian y

a los fines epecificados.
Esta Memoria consta de diez hojas escritas

por una sola cara.
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